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Sistema amplificador GaN RF de 8000-12000 MHz, tipico 200 W

El sistema GaN cubre 8000-12000 MHz con salida saturada tipica de 200 W y salida
tipica de 40 W en compresién de 1 dB. La ganancia es minima 53 dB con planitud

tipica 1.5 dB.

Especificaciones eléctricas - +25.0vnc; 25°c; 500

Parametro

Frecuencia de operacién

Potencia de salida en compresién de
1dB

Potencia de salida RF @ PSAT
Ganancia de potencia @ PSAT

Planitud de ganancia de potencia @
PSAT

Pérdida de retorno de entrada
Arménicos a200 W

Sefales espurias @ PSAT

Impedancia de entrada/salida

Tensién de operacion

Eficiencia de potencia afiadida @ 200W

Corriente DC @ 200W

Valores maximos absolutos

Parametro

Potencia RF de entrada sin dafio
VSWR de carga a Pout =100 W

Sobrecarga térmica
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Minimo Tipico Maximo Unidad
8000 - 12000 MHz
- 40 - w
- 200 - w
58 - - dB
- +1.5 - dB
- -15 - dB
- -15 - dBc
- -60 - dBc
- 50 - Q
- 28 - VDC
- 20 - %
- 36 - A
Valor nominal
+10 dBm maximo
oo; Todas las fases y amplitudes de carga; continuo
85 °C » Desconexién (maximo)
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LCRF

LCPAS-8000-12000-200

Especificaciones ambientales - Objetivos de disefio; requieren confirmacién para el proyecto

Parametro

Temperatura de operacion
Temperatura de almacenamiento

Humedad relativa (sin
condensacion)

Especificaciones mecanicas

Parametro

Dimensiones

Peso

Conector de entrada RF
Conector de salida RF

Interfaz DC/control

Plano dimensional mecanico
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Todas las dimensiones se indican en mm [in].
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Minimo Tipico Maximo Unidad
-20 - 50 °C
-25 - 65 °C

- 95 %

Valor

430 x 400 x 133 mm (maximo)
15 kg (maximo)

SMA, hembra

N-K

Hibrido, D-Sub 7W2, macho
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Notas

Temperatura de
almacenamiento

Unidad
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LCRF

Interfaz de alimentacion y control

Pinn.° Descripcion
Al Al — Tierra
A2 A2 — Alimentacioén positiva
1 1 — Habilitacién
2 2 —Tierra
3 3 — Salida de medicién de
temperatura
4 4 — Salida de medicién de
corriente
5 5 —Tierra

Aviso del documento

LCPAS-8000-12000-200
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Especificacion

Tierra

+28V

Nivel TTL alto (3.3 V); resistencia interna de polarizacién a nivel bajo
Tierra

750 +20 mV @25 °C; 10 mV/°C

100 mV/A

Tierra

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el disefio, confirme con LCRF la revisién vigente y los requisitos especificos
del producto. La oferta aprobaday la documentacion del pedido definen la configuracién suministrada.
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